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F=-max 53 —s=t=minil, 7= Typ tranzystora: tranzystor krzemowy
f I Firma: HITACHI
u‘?\;%’*_ | g Wykonanie: tranzystor polowy MOS (kanal
ss T EEET typu N budowie metalowej TO-72
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Rys. 1-1272. 2SK20H
Warto$ci charakterystyczne
min typ max
U(BR)DSX 20 \'% przy ID =10 {.LA, UGIS = -6V
Igiss 1,0 PA | przy Ugis= —6 V, Ups =0
Ugisc —3,5 V | przy Ip =10 pA, Upg=6 V
IDSS 0,4 3,0 5,0 mA przy UDS =6 V, UGIS =0
Yais 0,6 mS | przy Ups =6V, I, = Ipgs, f=1 kHz
Yazs 180 | pS | przy Ups =6V, Ip = Ipss, f=1 kHz
Ci1s 5,0 pF | przy Ups =6V, Ip = Ipgs, f=1 MHz
U, 0,2 wV/ | przy Upg =6V, I =1 mA, f=1 kHz,
|Hz R, =1 MQ
Wartoséci graniczne
UDSX max 202 Vv -Ptot max 100 mW
Ug1sx max +59 |V o~ 150 °C
Us1so max +20 \% stg —55++150 °C
ID max 10 mA
D tamp = 25°C 2 Ugys=—-6V HUps=1V
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Rys. 1-1273. Zalezno$¢ dopuszczalnej mocy Rys. 1-1274. Charakterystyki statyczne tran-
strat od temperatury otoczenia zystora
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Rys. 1-1276. Zalezno$¢ pradu drenu od na-

Rys. 1-1275. Charakterystyki statyczne tran-

piecia bramki Ug g

zystora
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Rys. 1-1278. Zaleznos¢ admitancji y,;¢ od

Rys. 1-1277. Zalezno$¢ pradu drenu od na-

bramki UGIS

napiecia

piecia bramki Ug;g
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Rys. 1-1279. Zalezno$¢ rezystancji Rpg od Rys. 1-1280. Zaleznos$¢ napiecia szuméw od
napigcia bramki Ugg rezystancji wejsciowej
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Rys. 1-1281. Zaleznos$¢ napigcia szuméw od Rys. 1-1282. Zalezno$¢ pojemnosci wejsciowej

czgstotliwoscei od napigcia bramki Ug,g



